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Die Laserchemie steht dank grof3er Fortschritte im Verstindnis
laserinduzierter Prozesse und in der Entwicklung der Lasertechnik
nun auf der Schwelle zur praktischen Nutzung. Dieses Buch eines
erfahrenen Industrieforschers legt die Grundlagen und Anwen-
dungsmdglichkeiten laserchemischer Verfahren so anschaulich und
knapp wie méglich dar. Es diskutiert daneben auch wirtschaftliche
Erwigungen zum Lasereinsatz wie Betriebskosten, Wartungsarbeiten
und Standzeiten. Das Buch bietet eine ausgezeichnete Einstiegshilfe
fiir den Neuling. Dem Anwender wird eine Fundgrube praxis-
spezifischer Details bereitgestellt bis hin zu einem Leitfaden fiir
Prozefikostenschitzung.
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